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図１：iPhone4の各工程の付加価値 （出典：２０１２年版ものづくり白書）  
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2012/index.html（2015/1/6 閲覧）  
                                                   




















































2.2  B to B における意味的価値 
B to C における消費財の特徴として、顧客個人の感性やこだわり趣味性によって価
値が意味づけられる場合が多いため、その商品に対するニーズがわかりにくく売れる
商品の予測が難しい市場であることが挙げられるが、意味的価値が顧客の主観的な基
準によって意味づけられる点において、B to B と B to C における意味的価値は同じと














































































































































































   















（出典：インテル・ミュージアム HP）  
http://japan.intel.com/contents/museum/chips/index.html（2014/12/19 閲覧）  
 






1970 年 10 月に世界初の 1K bit DRAM（Dynamic Random Access Memory）のメモリ
ー製品を完成させる。この DRAM 製品は 1972 年に世界一の売上高を誇る半導体とな





日本は米国に追いつくべく、1975 年工業技術院電子技術総合研究所に超 LSI 技術研
究組合（超 L 研）を発足し、5 年以内に最先端製造プロセスの開発、微細化露光装置





                                                   
2 「製造技術に貢献した超エル・エス・アイ技術研究組合」『日経マイクロデバイス』
1997 年 12 月号、PP100 
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http://www.nedo.go.jp/content/100085014.pdf（2014/12/20 閲覧）  
 


































































（出典：日立製作所那珂工場、現ルネサスセミコンダクタ HP）  













社名 日本電気 東芝 日立製作所 三菱電機 富士通 シャープ
工場／子会社 九州日本電気 大分工場 那珂工場 高知工場 岩手工場 福山工場
















































































この i 線ステッパは従来の g 線（露光波長 436nm）ステッパに比べて露光波長が短い
分パターン解像度が改善され焦点深度が深くなるため、微細化が進むことによって回
路パターンの段差が大きくになるデバイス製造に有利な露光装置を競合他社より早く













の CAD（Computer Aided Design、コンピュータによる設計支援）を含めた総合技
術力が求められる最先端マスクの開発に取り組み、微細化を進めようとした。日本電

















































EBマスク描画装置 東芝 ULSI研究所 東芝機械
エッチング RIE 東芝 ULSI研究所 徳田製作所
RIE 松下 京都研究所 松下電器生産技術研究所





































































                                                   
4 「1994 年を読む 装置ベンダー戦略」『日経マイクロデバイス』1994 年 1 月号、
PP65-69 
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イス』1999 年 5 月号、PP64-69 
6 「ナンバー・ワン戦略 体力強みに攻める 単体の装置から生産システムへ脱皮」『日
経マイクロデバイス』2000 年 9 月号、PP134-141 
7 「300mm 量産ラインの疑似環境を実現できるテクノロジー・センター」『日経マイク
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8 「装置各社が開発拠点拡充 プロセス全体をサポート」『日経マイクロデバイス』2002
年 9 月号、PP64-70 





     
図９：装置ベンダーのプロセス開発センター 
（出典：Applied Materials HP）   （出典：東京エレクトロン HP）  
http://www.appliedmaterials.com/  http://www.tel.co.jp/news/2012/ 
company/about/maydan-technology-center 0315_001.htm 
（2015/1/2 閲覧）     （2014/12/20 閲覧）  
 
発塵に関しては米国アシスト（Asyst）社が SMIF（Standard Mechanical 













ため、これらの密閉型ボックスの採用は欧米に比べて遅れていた 10。たとえば 1999 年
                                                   







だ可能性が挙げられる。しかしながら台湾 TSMC 社（Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Co., Ltd.）やシンガポールのチャータードセミコンダクター社




























                                                   
11 「SMIF を全面的に採用した台湾の半導体工場」『日経マイクロデバイス』1991 年 8
月号、PP88-89 
12 「プレステ 2 向け LSI 工場 DRAM 混載を安く速く」『日経マイクロデバイス』2000





























（出典：日経マイクロデバイス 1999 年 5 月号をもとに筆者作成）  

























































                                                   
14 LSI 量産ラインにおける工程や製造装置の生産性を示す指標の一つ。LSI ラインの投
資効率や製造装置の選択の際に判断基準として使われる。1980 年代に米 Intel Corp.が考
案し，SEMATECH が標準化した。（出典：日経テクノロジーオンライン）
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/WORD/20070316/128991/（2014/12/29 閲覧） 
15 SEmiconductor MAnufacturing TECHnology consortium、1987 年に始まった米政府
と米半導体メーカーによる半導体製造技術開発プロジェクト、製造装置そのものや装置間
のインターフェースを極力標準化し、コスト削減と装置開発速度の向上に貢献した。（出

















（出典：各コンソーシアム資料および武田計測先端知財団 HP より筆者作成）  













































図１２：プロセスモジュール（露光工程）による擦り合わせ     （出典：筆者作成）  
 
アプライドマテリアルズが提供したソリューションのコンセプトは「リスクの回














で通常 1 か月以上かかる。通常のデバイスでは工程中に TEG（Test Element Group）
                                                   
16 日経マイクロデバイス 1999 年 5 月号、PP64-69 
個別プロセスによる擦り合わせ
レジスト塗布 露光 現像 エッチング レジスト除去
プロセスモジュールによる擦り合わせ
露光工程のプロセスモジュール
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